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1. Властивості нанокомпозитних плівок з нанокластерами кремнію та включеннями металу (Al) в
оксинітридній матриці

2. Properties of nanocomposite films with silicon nanoclusters and metal (Al) inclusions in the oxynitride matrix

Реферат:
1. На сьогоднішній день значна кількість досліджень присвячена збагаченим кремнієм плівкам SiOx і
нанокомпозитним плівкам SiO2(Si), що містять нанокристали Si в оксидній матриці. Великий науковий
інтерес до таких плівок обумовлено захопленням ними заряду і здатністю випромінювати світло, що є дуже
привабливим, зокрема, для застосування в наноелектроніці та оптоелектроніці на основі Si, а саме для
енергонезалежної нанокристалічної та резистивної пам’яті, фотодіодів, сонячних елементів, польових
емісійних катодів тощо. Формування нанокристалів Si в матриці аморфного оксинітриду кремнію (SiOxNy) є
дуже перспективним підходом для отримання нанокомпозитних структур на основі кремнію. Можливість
контролювати властивості SiOxNy шляхом регулювання кількості та співвідношення кисню та азоту є
причиною широкого застосування цього матеріалу для багатошарових структур зі змінним показником



заломлення, хвилеводів, поверхневих пасиваційних шарів та покриття медичних імплантатів. Регулювання
показника заломлення робить SiOxNy добре придатним для оптичних застосувань. Інший клас оксидних
плівок, а саме оксидів металів, представлений широкою різноманітністю функціональних матеріалів для
багатьох застосувань, включаючи сенсорику, зберігання енергії, каталіз, оптоелектроніку, фотоніку тощо.

2. Relevance of the topic. To date, a significant amount of research has been devoted to silicon-enriched SiOx films
and SiO2(Si) nanocomposite films containing Si nanocrystals in an oxide matrix. The great scientific interest in
such films is due to their charge capture and ability to emit light, which is very attractive, in particular, for use in
Si-based nanoelectronics and optoelectronics, namely for non-volatile nanocrystalline and resistive memory,
photodiodes, solar cells, field emission cathodes, etc. The formation of Si nanocrystals in the matrix of amorphous
silicon oxynitride (SiOxNy) is a very promising approach to obtaining silicon-based nanocomposite structures. The
ability to control the properties of SiOxNy by adjusting the amount and ratio of oxygen and nitrogen is the reason
for the widespread use of this material for multilayer structures with a variable refractive index, waveguides,
surface passivation layers, and medical implant coatings. The refractive index adjustment makes SiOxNy well
suited for optical applications. The other class of oxide films, namely metal oxides, is represented by a wide variety
of functional materials for many applications, including sensors, energy storage, catalysis, optoelectronics,
photonics, etc.
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